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Polovodicove detektory
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Polovodicove detektory
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Ge(L1) Polovodicové detektory
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Ge(L1) Polovodicové detektory

Ge crystal: 65mm diam., 46mm length

\?5 ’:\@}c;@
Fig. 1. Cross section of the polarimeter. W = thin window,

CR = cryostat, C = crystal, T = Teflon insulation, P = crystal
holder, F = cold finger.
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Ge(L1) Polovodicové detektory
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Polovodicove detektory
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HPGe polovodicové detektory

» krystal vysoce Cisteho Ge (p — typ)

* Cip <1010 cm™ =2 x 1077 ppm

e zonalni ¢isténi
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zlstavaji
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HPGe polovodicové detektory

» planarni konfigurace
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0.25 mm thick Be
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HPGe polovodicové detektory

» koaxialni konfigurace %%%%
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HPGe polovodicové detektory

» koaxialni konfigurace (p-typ)

 n-p prechod na vnéjSim povrchu

 detekuje y s E > 50 keV
(kvili n* elektrodé na povrchu)

n* contact



HPGe polovodicové detektory

» koaxialni HPGe detektor

“Super”

In vacuum
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HPGe polovodicové detektory

* koaxialni HPGe detektor (p-typ)
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HPGe polovodicové detektory




counts

HPGe polovodicové detektory
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HPGe polovodicové detektory

Counts

* piirozené pozadi

* srovnani energetického rozliSeni:

* scintilacni detektory (plasticky scintilator, Nal(Tl)) x polovodicove (HPGe x CdZnTe)
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HPGe polovodicové detektory

Full Width Half Max
* energetickée rozliSeni (FWHM) Mot  Pelatve (W) Shape  Endoap
Nurmber Efficiency esolution (keV) diameter
«£E=122keV (**Fe EC) R=0.5-1.0% %)= mt12kev At13MeV  PrC
energy energy FWHM
e F=1333 keV (60C0 B) R=0.14-0.17 % GCO518 5 0.8 1.8 32 1.90 | 76(3.0)
GC1018 10 0.8 1.8 38 190 | 76(3.0)
e relativni G¢innost (% NaI) GC1020 10 0.9 2.0 34 2.00 | 76(3.0)
GC1518 15 0.8 1.8 44 190 | 76(3.0)
GC1520 15 0.9 2.0 40 2.00 | 76(3.0)
GC2018 20 0.8 1.8 50 190 | 76(3.0)
GC2020 20 0.9 2.0 46 2.00 | 76(3.0)
100k absolutni vnitini u¢innost GC2518 25 0.8 1.8 54 | 190 | 76(3.0)
- ; GC2520 25 0.9 2.0 50 2.00 | 76(3.0)
GC3018 30 0.8 1.8 58 190 | 76(3.0)
GC3020 30 1.0 2.0 54 2.00 | 76(3.0)
GC3518 35 0.9 1.8 60 1.90 | 76(3.0)
1.0 GC3520 35 1.0 2.0 56 2.00 | 76(3.0)
2y GC4018 40 0.9 1.8 62 1.90 | 76 (3.0
3 GC4020 40 1.1 2.0 54 2.00 | 76 (3.0
2
& GC4518 45 0.9 1.8 62 1.90 | 83(3.25)
GC4520 45 1.1 2.0 54 2.00 | 83(3.25)
0.1
GC5019 50 1.0 1.9 64 1.90 83
(3.25)*
GC5021 50 1.2 2.1 56 2.00 83
(3.25)*
GC5519 55 1.0 1.9 64 1.90 | 89(35)
0.01 GC5521 55 1.2 2.1 56 200 | 89(35)
5 10 20 50 100 200 500 1000 2000
Energy (keV) GC6020 60 1.1 2.0 66 1.90 | 89(3.5)
GC6022 60 1.2 2.2 60 2.00 | 89(3.5)




Nabojoveé citlivy predzesilovac
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Nabojoveé citlivy predzesilovac

* vstupni impedance: R.C, >>¢ e zisk

* vystupni napéti VO oc =2
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Sum: scintilaéni detektory

O, Oy N 1
511 keV y-zafeni Ep = = =——=—F7=
| E N N NN
~ 5000 fotonl emitovanych Nal(Tl) scintilatorem (100 eV/foton) Poissonovo rozdéleni
! g, =10%
~ 100 fotonu na fotokatodé (rychld komponenta)
(integralni svételny vystup BaF, 20 /2 % Nal(T1)) l
| _ g0
~3 x10% elektronti na anod¢é FWHM =24 %
(zisk PMT G = 107, kvantova ucinnost katody 7= 25%), (120 keV)
4 mA max. proud (délka pulsu 30 ns)
0.2 V (pro 50 Q vstupni impedanci)
fluktuace signalu: Oig & \/ Gn100 =2x10% e elektronicky Sum

O-el ~10 —1000 e 1ze zanedbat

dosazitelny elektronicky Sum:




Sum: polovodi¢ové detektory

511 keV y-zareni

~ 173000 part elektron-dira (Ge £=2.96 eV/e-dira par)

!

vnitini rozliSeni na energii £ =511 keV
(fano faktor F=0.1)

n. :1/%5 ~008% —— FWHM=0.96keV

fluktuace signalu: Oig & \/ 173000 FF =132 e elektronicky Sum

~ je dominantni
dosazitelny elektronicky Sum: Ou =~ 10 —1000 e ]




M¢éieni doby uhlovych korelaci (ACAR)

long slit geometrie

detektor

scintila¢ni
detektor Pb stinéni




M¢éieni doby uhlovych korelaci (ACAR)
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M¢éreni Dopplerovského rozsireni

zdroj e™ + vzorek

HPGe detektor
EEAE
1 v
AE = > cp; .
SCA spektroslfopwky
zesilovac

ADC | A/D pievodnik




M¢éteni Dopplerovského rozsiteni (DB)

zdroj e™ + vzorek
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Srovnani rozliseni DB x ACAR

« ACAR
o="1
m,c

* neurcitost uhlu
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M¢éteni Dopplerovského rozsireni — tvarové parametry

10000 T T T T T T T T T T T T T T T T

1000

counts

100

* § - mira podilu anihilaci e™ s valenénimi e~ (malé AE)

 narust koncentrace defektli — nartst S parametru

* § parametr

/ A

tot

S=4

centr

S=mp5, + ZUD,. SDi

volné e* e’ zachycene¢
v defektech

» referen¢ni vzorek: S, = 0.5

* normalizace: S/ §,



M¢éteni Dopplerovského rozsiteni — tvarove parametry

3 HPT revolutions

1 HPT revolution

x (mm)

x (mm)

25 HPT revolutions

15 HPT revolutions

== 1.05
—> 1.10
= 1,15

specimen




Srovnani s mikrotvrdosti
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counts

M¢éteni Dopplerovského rozsireni — tvarové parametry

10000 g * W parametr

W = Awings / Atot

1000

W =n;Ws+ 2771)1. WDI.

100
volné e* e’ zachycene¢
10 v defektech
490

» referen¢ni vzorek: W, ~ 0.03

* IV - mira podilu anihilaci e™ s core e (velke AF) e normalizace: W/ W,
: 0

 narust koncentrace defektii — pokles W parametru



M¢éteni Dopplerovského rozsiteni — S-W plot

dislokace HPT Cu
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M¢éteni Dopplerovského rozsiteni — S-W plot

WIW,

1.8

Mg film (600 nm) na Si (100) substratu

1.6
14
12

1.0

S1 substrat '
Mg vrstva ]

® Mg film 600 nm on Si (100) substrate
o well annealed bulk Mg

* M — pocet vrstev

* N, —pocet typu defektl v /-t€ vrstvé

Mg | Si (100)




